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Sujet de These : Convertisseur utilisant des composants de puissance GaN verticaux

Le travail proposé s’inscrit dans le cadre de la maitrise des perturbations CEM des convertisseurs
utilisant des composants Grand Gap de puissance.

Des travaux antérieurs au G2Elab [1], [2], [3], [4] ont permis de développer des mises en ceuvre
originales de type Power Chip on Chip (PCoC), et de mettre en avant certains avantages d’un point de
vue réduction des inductances parasites de commutation, immunité des signaux de commande et CEM
globale de la cellule de commutation.

Cette gamme de convertisseurs est particulierement adaptée aux composants présentant des fronts
raides de commutation. Des premiers démonstrateurs ont pu étre réalisés a base de MOSFET SiC
(puces incluses dans le PCB, figure 1) et HEMT GaN (figures 9, 10 et 20), les premiéres caractérisations
donnent des résultats prometteurs (figure 21).

Cependant il faut des réalisations plus abouties pour pourvoir avoir des caractérisations a une
puissance significative, avec la prise en compte du filtrage de sortie notamment, qu'il est indispensable
d'intégrer a la cellule. Des étapes de modélisation sont également indispensables afin de disposer de
régles de conception plus fines pour optimiser les dispositifs.

Dans le cadre du PEPR « Vertigo », les composants seront des puces GaN verticales de puissance. La
technologie PCB sera probablement utilisée pour la réalisation du convertisseur de puissance. Le travail
sur le PCB, et plus particulierement sur l'intégration de matériaux magnétique pour la réalisation du
filtre de sortie, sera un aspect technologique important de I'étude.
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Figure 1 : exemple d’intégration de puces SiC dans un PCB
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Figz. 10 Bottom view of the proposed 3-D power loop structure

Fiz. 9 Vartical crozs-section of the **30°" power loop structure
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Fig. 21 ““2D" and **3D"’ Common Mode measurements

Common Mode in dBuV

(k)

Fiz 20 Mlustrations of the EMC measarement condifions: () “2D" and (b)
“iD" power loop desizns.

Le Travail se déroulera sur une période a Grenoble au G2Elab pour la modélisation du convertisseur et
de ses filtres, et pour les caractérisations, et aussi a Toulouse au Laplace pour les aspects
technologiques des réalisations. La répartition entre Grenoble et Toulouse devrait étre d’environ 50%
du temps dans chaque laboratoire.

Début de la thése : Septembre ou Octobre 2023
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